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ОЛЕКСІЙ ПЛАТОНОВИЧ 
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ОЛЕКСІЙ ПЛАТОНОВИЧ 
(57) 1. Пристрій для визначення температури в 

локальній області поверхні, який містить термочу-
тливу полімерну плівку з диспергованим в ній хо-
лестеричним рідким кристалом, яка покриває дос-
ліджувану поверхню виробу і притискується до неї 
вакуумним присисанням, мікроскоп з боковим під-
свіченням для спостереження плівки і визначення 
температури поверхні по її візуальному відобра-

женню в плівці, який відрізняється тим, що міс-

тить смугу полімерної плівки з диспергованим в ній 
холестеричним рідким кристалом, яка має ширину, 
меншу від розмірів досліджуваної поверхні і пок-
риває її частково, яка закріплена затискувачем на 
тримачі і притискується тримачем до поверхні ку-
том затискувача, мікроскоп з боковим підсвіченням 
для спостереження смуги плівки і визначення тем-
ператури поверхні по візуальному відображенню 
температури в плівці в місці її локального притис-
нення кутом затискувача до поверхні. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 

затискувач і тримач виготовлені із діелектричних 
матеріалів з малим коефіцієнтом теплопровіднос-
ті. 
3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 

смуга плівки притискується до кожної локальної 
області поверхні з однаковою силою. 

 
 

 
 

Корисна модель призначається для застосу-
вання в методах аналізу і контролю виробів елект-
ронної техніки, зокрема для визначення темпера-
тури поверхні кристала напівпровідникового 
приладу (НП), в тому числі випромінюючої у види-
мому діапазоні поверхні кристала світлодіода 
(СД), а також температур локальних ділянок пове-
рхні в інших виробах. 

Температура кристала виробу електронної те-
хніки належить до тих параметрів, які визначають 
його надійність, довговічність і допустимі умови 
його експлуатації. 

Потреба визначення температури кристала 
виробу викликає необхідність вдосконалення ві-
домих і розроблення нових способів, а також при-
строїв для їх реалізації. Часто реальну практику 
більше задовольняють способи і пристрої, які до-
зволяють оперативніше і дешевше визначити тем-
пературу, хоча і з меншою точністю, ніж ті способи 
і пристрої, більша точність яких забезпечується 
при застосуванні дорогого і стаціонарного устатку-
вання, а також досягається при збільшених витра-
тах часу. 

До найбільше оперативних і дешевих способів 
визначення температури поверхні належать спо-

соби і пристрої для їх реалізації [1-10], в яких ви-
користовуються термооптичні властивості рідких 
кристалів(РК). Серед них найбільше вживаними є 
способи і пристрої, в яких використовуються полі-
мерні плівки з диспергованими в них холестерич-
ними рідкими кристалами(ХРК) [7-10]. Головні пе-
реваги при застосуванні полімерних плівок 
полягають в тому, що вони є самостійними виро-
бами, добре зберігаються, кожна з плівок може 
майже необмежену кількість разів використовува-
тись. Крім того, полімерні плівки з диспергованими 
в них ХРК не пропускають випромінювання у ви-
димому діапазоні. Це є передумовою для їх засто-
сування при визначенні температури яскраво ви-
промінюючої в цьому діапазоні поверхні кристала 
світлодіода. Плівка РК, осаджена із розчину на 
поверхню такого світлодіода, пропускає його ви-
промінювання, що не дозволяє оптично розділити 
області плівки РК, в яких під дією температури 
змінились оптичні властивості. Стимулюючим фа-
ктором застосування полімерних плівок з ХРК є те, 
що вони стали товаром промислового виробницт-
ва, який виготовляється на продаж. 

Важливою проблемою при застосуванні полі-
мерної плівки з диспергованим в ній ХРК є забез-
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печення надійного теплового контакту плівки з 
поверхнею, температура якої визначається. При 
відсутності рівномірного щільного контакту плівки з 
поверхнею неможливо отримати достовірний ре-
зультат. В роботах [7-10] (аналогах) полімерна 
плівка з ХРК використовується для виявлення ло-
кальних шунтів - дефектів, які створюють локальні 
джерела тепловиділення при зворотній напрузі на 
р-n переході пластини сонячної батареї. Підвище-
на температура в місцях дії локальних джерел 
тепловиділення візуально відображається в плівці, 
яка покриває поверхню пластини і притискується 
до неї вакуумним присисанням. Вакуумне приси-
сання з метою щільного притиснення полімерної 
плівки з ХРК до досліджуваної поверхні є спільною 
ознакою пристроїв, які використовуються в анало-
гах. Задача виявлення "гарячих точок" - локальних 
шунтів в пластині сонячної батареї кардинально 
відрізняється від задачі визначення температури 
поверхні кристала напівпровідникового приладу чи 
інтегральної схеми при споживанні кристалом по-
тужності. Для виявлення шунтів в пластині ство-
рюється штучний (тестовий) режим споживання 
потужності при зворотній напрузі на р-n переході 
тільки для того, щоб візуально відобразити в плівці 
локальні області поверхні пластини з підвищеною 
температурою. Тому конструктивне вирішення 
пристрою для вакуумного присисання плівки до 
поверхні пластини не є вирішальним. Притиснути 
плівку вакуумним присисанням до малої поверхні 
кристала напівпровідникового приладу чи інтегра-
льної схеми унеможливлюється тим, що: 1) це 
приведе до деформації дротяних виводів і їх від-
риву від контактних площадок кристала; 2) при-
стрій для вакуумного присисання плівки до повер-
хні кристала неможливо реалізувати без контакту 
з корпусом приладу, а це порушує реальний теп-
ловідвід від приладу, а значить його тепловий і 
температурний режим. 

Пункти 1) і 2) визначають основні недоліки 
пристроїв аналогів, серед яких пристрій роботи [9] 
визначений як найближчий аналог. 

Задача запропонованої моделі: створити на 
основі використання термооптичних властивостей 
полімерної плівки з диспергованим в ній холесте-
ричним рідким кристалом (ХРК) простий і дешевий 
пристрій для визначення температури в локальній 
області поверхні, призначений для визначення 
температури поверхні кристала напівпровіднико-
вого приладу, в тому числі світловипромінюючої у 
видимому діапазоні поверхні кристала світлодіода, 
і який позбавлений від недоліків прототипу. 

Суть запропонованої корисної моделі - при-
строю для визначення температури в локальній 
області поверхні, полягає в наступному. Вузька 
смуга полімерної плівки з ХРК, ширина якої менша 
від меншої сторони кристала виробу, закріплюєть-
ся плоским затискувачем на плоскій поверхні три-
мача так, що і плівка, і затискувач виступають за 
поверхню тримача, але виступ плівки перевищує 
виступ тримача. Тримач з затисненою смугою плі-
вки опирається на досліджувану поверхню криста-
ла виробу так, щоби смуга плівки притискувалась 
до поверхні локально кутом затискувача і місце 
притиснення спостерігалось через об'єктив мікрос-

копа. Сила локального притиснення плівки визна-
чається конструкцією і масою тримача. По візуа-
льному відображенню температури в плівці в місці 
її притиснення до поверхні визначається темпера-
тура поверхні в цьому місці. 

Спільною ознакою для запропонованого при-
строю і пристрою найближчого аналога є викорис-
тання полімерної плівки з диспергованим в ній 
ХРК. 

Суттєві ознаки запропонованого пристрою: 1) 
Застосування смуги полімерної плівки з дисперго-
ваним в ній ХРК, яка частково покриває поверхню, 
що дозволяє визначати температуру на поверхнях 
малих розмірів; 2) Механічне локальне притиснен-
ня плівки до поверхні; 3) Локальне притиснення 
плівки з однаковою силою для всіх випадків визна-
чення температури на поверхні; 4) Температура 
поверхні визначається по її візуальному відобра-
женню в плівці в місці її притиснення до поверхні. 

На кресленні показаний варіант здійснення за-
пропонованої корисної моделі - пристрою для ви-
значення температури в локальній області повер-
хні. 

На кресленні: 1 - тримач (балка-консоль), що 
обертається навколо осі в стійці 2, яка закріплена 
на плоскій платформі 3, 4 - опора для тримача з 
регульованою висотою, 5 - плоский затискувач 
смуги 6 полімерної плівки з ХРК на скошеному 
торці тримача, 7 - кристал виробу, 8 - корпус виро-
бу, 9 - плата з контактним пристроєм для виробу, 
10 - діелектрична пластина - підставка для плати, 
11 - стіл мікроскопа, 12 - об'єктив мікроскопа, 13 - 
бокове підсвічення. 

Послідовність операцій для визначення тем-
ператури поверхні кристала зразка приладу при 
користуванні пристроєм, показаним на кресленні, 
наступна: 1) Встановити пристрій на стіл (11) мік-
роскопа з боковим підсвіченням (13); 2) Оперти 
тримач (1) на опору (4) і закріпити затискувачем 
(5) на скошеному торці тримача смугу (6) полімер-
ної плівки з ХРК так, щоби кінець смуги виступав 
за кут затискувача; 3) Розмістити на платформі (3) 
пристрою плату з контактним пристроєм (9) і вста-
вленим в нього виробом в корпусі (8) так, щоби кут 
затискувача розміщався над місцем притиснення 
смуги плівки до поверхні кристала (7) виробу; 4) 
Закріпити плату на платформі пристрою на підста-
вці (10) і з'єднати відповідні контактні площадки 
плати з відповідними вимірювальними приладами і 
джерелом електричного живлення; 5) Виставити 
платформу пристрою на столі мікроскопа для спо-
стереження смуги плівки і особливо місця її прити-
снення до поверхні кристала виробу; 6) Відпустити 
гайку опори (4) тримача так, щоби смуга полімер-
ної плівки оперлась на поверхню кристала виробу і 
притиснулась до неї кутом затискувача; 7) Вклю-
чити джерело живлення на споживання виробом 
потужності і зафіксувати значення потужності, при 
якій встановлюється стаціонарне візуальне відо-
браження температури в місці притиснення плівки 
до поверхні кристала виробу; 8) По кольору плівки 
в місці її притиснення кутом затискувача до повер-
хні кристала виробу встановити відповідну темпе-
ратуру для використаного типу ХРК. 
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